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 تقدیم به 

مادر گرامیم و   پدر بزرگوارم که الفبای معرفت و ایثار و از خودگذشتگی را به من آموخت

 .شود که زیبایی از اندیشه و نام او آغاز می
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 تشکر و قدردانی

تلاش که در انجام این پروژه آقای دکتر حسین عشقی  محترم  استاد راهنمای اینجانب از

کاری بی شائبه   .دارم  نهایت سپاس و تشکر را  داشته اندو هم
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دانشگاه‌‌فیزیکدانشکده‌‌حالت جامد فیزیک‌رشته‌کارشناسی‌ارشددانشجوی‌دوره‌‌خدیجه شمس الدینی‌اینجانب

جناب آقای ‌راهنمائیتحت‌‌(2O3nI)م وایندیهای نازک اکسیدیابی لایهرشد و مشخصه‌شاهرود‌نویسنده‌پایان‌نامهصنعتی‌

‌.متعهد‌می‌شوم‌دکتر حسین عشقی 

 توسط‌اینجانب‌انجام‌شده‌است‌و‌از‌صحت‌و‌اصالت‌برخوردار‌است‌‌تحقیقات‌در‌این‌پایان‌نامه.‌

 دیگر‌به‌مرجع‌مورد‌استفاده‌استناد‌شده‌است‌در‌استفاده‌از‌نتایج‌پژوهشهای‌محققان‌. 

 تاکنون‌توسط‌خود‌یا‌فرد‌دیگری‌برای‌دریافت‌هیچ‌نوع‌مدرک‌یا‌امتیازی‌در‌هیچ‌جا‌ارائه‌‌مطالب‌مندرج‌در‌پایان‌نامه

 .نشده‌است‌

 نا‌‌ ‌با ‌مقالات‌مستخرج ‌می‌باشد‌و ‌صنعتی‌شاهرود ‌دانشگاه ‌متعلق‌به ‌کلیه‌حقوق‌معنوی‌این‌اثر ‌م صنعتی‌‌دانشگاه»

 .به‌چاپ‌خواهد‌رسید‌«‌‌Shahrood  University  of  Technology»‌و‌یا«‌شاهرود‌

 پایان‌نامه‌تأثیرگذار‌بوده‌اند‌در‌مقالات‌مستخرج‌از‌ن‌نتایح‌اصلی‌پایان‌نامهحقوق‌معنوی‌تمام‌افرادی‌که‌در‌به‌دست‌آمد‌

 .رعایت‌می‌گردد

 استفاده‌شده‌است‌ضوابط‌و‌اصول‌(‌یا‌بافتهای‌آنها‌‌)که‌از‌موجود‌زنده‌در‌کلیه‌مراحل‌انجام‌این‌پایان‌نامه‌،‌در‌مواردی‌

 .اخلاقی‌رعایت‌شده‌است‌

 در‌کلیه‌مراحل‌انجام‌این‌پایان‌نامه،‌در‌مواردی‌که‌به‌حوزه‌اطلاعات‌شخصی‌افراد‌دسترسی‌یافته‌یا‌استفاده‌شده‌است‌
 اصل‌رازداری‌،‌ضوابط‌و‌اصول‌اخلاق‌انسانی‌رعایت‌شده‌است‌
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 تعهدنامه

 مالکیت نتایج و حق نشر

 مقالات‌مستخرج‌،‌کتاب‌،‌برنامه‌های‌رایانه‌ای‌،‌نرم‌افزار‌ها‌و‌)کلیه‌حقوق‌معنوی‌این‌اثر‌و‌محصولات‌آن‌
در‌این‌مطلب‌باید‌به‌نحو‌مقتضی‌.‌متعلق‌به‌دانشگاه‌صنعتی‌شاهرود‌می‌باشد‌(‌تجهیزات‌ساخته‌شده‌است‌

 .ه‌ذکر‌شود‌تولیدات‌علمی‌مربوط

 بدون‌ذکر‌مرجع‌مجاز‌نمی‌باشد‌استفاده‌از‌اطلاعات‌و‌نتایج‌موجود‌در‌پایان‌نامه. 
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‌
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